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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 16年 11月 4日 (2004.11.4)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 導 電 層 と シ リ コ ン 製 基 板 と の 間 に 形 成 さ れ た 誘 電 体 層 を 有 し 前 記 誘 電 体 層 は 、 誘 電 率 が
３ ． ９ 以 上 １ ２ 以 下 で あ る 酸 化 シ リ コ ン （ ） の 層 を 含
こ と を 特 徴 と す る 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 酸 化 シ リ コ ン の 層 の 厚 さ は 、 ５ 以 下 で あ る
こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 デ バ イ ス 。
【 請 求 項 ３ 】
　

【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 誘 電 体 層 は 、 誘 電 率 が １ ２ 以 下 の 酸 化 シ リ コ ン （ ） 第 ２ の 層 を

こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 半 導 体 デ バ イ ス 。
【 請 求 項 ５ 】
　 シ リ コ ン の 第 ２ の 層 の 厚 さ は 、 ５ 以 下 で あ る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 記 載 の 半 導 体 デ バ イ ス 。
【 請 求 項 ６ 】
　

【 請 求 項 ７ 】
　
　
　

【 請 求 項 ８ 】

SiOｘ み 、 こ こ で ｘ は ２ 以 下 で あ る
半 導 体 デ バ イ ス

Å
請 求 項 １ 記 載 の

前 記 酸 化 シ リ コ ン の 層 の 厚 さ は 、 ３ ． ５ Å 以 下 で あ る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 半 導 体 デ バ イ ス 。

さ ら に SiOｘ の 少 な
く と も 含 み 、 こ こ で ｘ は ２ 以 下 で あ る

前 記 酸 化 Å
４

前 記 誘 電 体 層 は さ ら に 、 前 記 酸 化 シ リ コ ン の 層 の 上 に 、 ア ル ミ 酸 塩 、 ケ イ 酸 塩 、 ZrO２ ,
 HfO２ , TiO２ , Gd２ O３ , Y２ O３ , Si３ N４ , Ta２ O５ , Al２ O３ の 内 の 少 な く と も 一 つ か
ら な る 補 完 的 な 誘 電 体 層 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 半 導 体 デ バ イ ス 。

電 極 と 、
シ リ コ ン 製 基 板 と 、
前 記 電 極 と 前 記 シ リ コ ン 製 基 板 と の 間 に 形 成 さ れ た ゲ ー ト 誘 電 体 層 で あ っ て 、 厚 さ が ５

Å で あ り 誘 電 率 が ３ ． ９ 以 上 １ ２ 以 下 で あ る 酸 化 シ リ コ ン （ SiOｘ ） の 層 を 少 な く と も 含
み 、 こ こ で ｘ は ２ 以 下 で あ る 、 ゲ ー ト 誘 電 体 層 と か ら な る ト ラ ン ジ ス タ 。



　

【 請 求 項 ９ 】
　

【 請 求 項 １ ０ 】
　

【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 厚 さ が そ れ ぞ れ ５ Å 以 下 の 酸 化 シ リ コ ン （ SiOｘ ≦ ２ ） 製 の 一 つ あ る い は 二 つ の 層 か ら
形 成 さ れ た ゲ ー ト 誘 電 体 層 は 、 し か し な が ら 、 損 傷 を 与 え る リ ー ク 電 流 に 対 し 十 分 に 耐 え
う る も の で は な い 。 従 っ て 、 酸 化 シ リ コ ン （ SiOｘ ≦ ２ ） 製 の 層 の 上 に 形 成 さ れ た 充 填 的

誘 電 体 層 を 有 す る ゲ ー ト 誘 電 体 組 み 合 わ せ 層
を 、 米 国 特 許 出 願 第 ０ ９ ／ ７ ７ ３ ， ４ ４ ２ 号 "A COMPOSITE GATE DIELECTRIC LAYER," (発
明 の 名 称 )に 従 っ て 発 明 し た 。 充 填 的 誘 電 体 層 は 十 分 な 厚 さ を 有 し 、 リ ー ク 電 流 が ゲ ー ト
誘 電 体 層 を 流 れ る の を 阻 止 す る 。
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前 記 酸 化 シ リ コ ン の 層 の 厚 さ は 、 ３ ． ５ Å 以 下 で あ る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ 記 載 の ト ラ ン ジ ス タ 。

前 記 ゲ ー ト 誘 電 体 層 は 、 誘 電 率 が １ ２ 以 下 の 酸 化 シ リ コ ン （ SiOｘ ） の 第 ２ の 層 を 少 な
く と も 含 み 、 こ こ で ｘ は ２ 以 下 で あ る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ 記 載 の ト ラ ン ジ ス タ 。

前 記 酸 化 シ リ コ ン の 第 ２ の 層 の 厚 さ は 、 ５ Å 以 下 で あ る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ９ 記 載 の ト ラ ン ジ ス タ 。

（ 補 完 的 な 、 ｃ ｏ ｍ ｐ ｌ ｅ ｍ ｅ ｎ ｔ ａ ｒ ｙ ）


	header
	written-amendment

